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      Широкозонные полупроводники, легированные редкоземельными ионами, вызывают в последнее время большой интерес в связи с возможными применениями в оптоэлектронике. Одним из таких перспективных материалов является AlN:Er3+. Однако, до настоящего времени изучались, в основном, люминесцентные свойства образцов AlN:Er3+ в виде тонких пленок, поликристаллических керамик и в аморфном  состоянии. В настоящей работе представлены результаты исследования спектров поглощения ионов Er3+ в объемных кристаллах AlN, выращенных методом газотранспортной эпитаксии в хлоридной системе. Для введения эрбия в кристаллы AlN использовался диффузионный способ.

Спектроскопические исследования проводились в поляризованном свете с вектором E(C6 (C6-гексагональная ось кристалла) при 293, 77 и 2 К. Наиболее детально изучены спектральные области 644-662 nm и 518–526 nm,  где наблюдались группы линий поглощения, обусловленные   внутриконфигурационными f-f переходами с нижайших  подуровней основного состояния эрбия 4I15/2  на уровни возбужденных 4F9/2 и  2H11/2 состояний иона Er3+. При 293 К в спектрах наблюдались бесструктурные широкие полосы с максимумами поглощения при 650 и 520 nm. При 77 К полосы становились структурированными, а понижение температуры от 77 К до 2 К приводило к уменьшению числа линий, их сужению и возрастанию интенсивностей оставшихся линий. При 2 К спектр перехода 4I15/2 ( 4F9/2 состоит из 5 линий, а 4I15/2 ( 2H11/2 перехода из 6 линий, что полностью совпадает с теоретически возможным числом линий для ионов Er3+, находящихся в некубическом кристаллическом поле. Из анализа полученных спектров  определены энергетические положения уровней  4F9/2 мультиплета : 15121, 15198, 15281,  15334,   15438 см-1  и   2H11/2   мультиплета:  19038,  19046,  19071,  19137, 19189,  19246 см-1.  Наблюдавшееся   количество   линий  при  2 К  и  их   узость   (полуширина ( 6-8 см-1)   дают весомые основания считать, что в                                                                                                                    исследованных образцах ионы Er3+  занимают в кристаллической решетке AlN преимущественно одну позицию. Наиболее вероятным представляется нахождение Er3+ либо в позиции Al, либо в междоузлии. 








